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Введение. Актуальность исследования объемных кристаллов оксида галлия обусловлена 

перспективами их использования в качестве материалов устройств силовой электроники и 

оптоэлектроники [1]. Функциональные свойства таких материалов определяются реальной 

кристаллической структурой и могут в значительной степени меняться при возникновении 

дефектов [2, 3]. Разработка новых методов исследования дефектной структуры объёмных 

кристаллов оксида галлия для совершенствования технологий их выращивания, улучшения 

транспортных и других свойств является одним из ключевых факторов его практического 

применения в устройствах электроники [1, 4]. 

 

Основная часть. В данной работе исследовалась дефектная структура объёмных 

кристаллов бета формы оксида галлия. Использовался метод акустического резонанса на 

частотах около 100кГц. Образцы изготавливали механической резкой при помощи алмазной 

пилы из булей, полученных методом Степанова [4]. Размеры образцов варьировалась от 18 до 

50 мм в длину и составляли ~ 3 мм для поперечного сечения квадратной формы. Были 

получены температурные зависимости внутреннего трения и модуля Юнга. Характерные 

значения этих величин для комнатной T = 300 K температуры: σ = 10-2 и E = 227 ГПа.  

 

Выводы. Зарегистрированы акустические эффекты, отражающие релаксационные 

процессы на границе кристаллитов при температуре близкой к комнатной, а также 

соответствующие взаимодействию упругих полей дислокаций с различными типами точечных 

дефектов при низких T < 220 K температурах. Использованный метод позволил провести 

качественное сравнение объёмных образцов оксида галлия полученных методом Степанова 

при различных условиях, а также исследование дефектной структуры различных областей в 

составе одного образца. 
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